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(54) Sposob pripravy pasok submikrometrovej Sirky

Vynélez sa tyka sposobu pripravy pasok
submikrometrovej §irky z roéznych materii-

lov a tieZ jednoduchsich elektronickych Struk-
© tar, pozostavajucich z tychto pasok, na po-
lovodi¢ovych, izola¢nych, prip. kovovych pod-
lozkach. ‘

Podstata sposobu pripravy pasok submi-
krometrovej Sirky podla vyndlezu spoliva
v tom, Ze na podlozku opatreni schodikmi
sa nanesie pod ostrym uhlom vrstva z Tubo-
volného materidlu a dalej sa tato vrstva lep-
t4, kym na stene schodika nie je vytvorend
paska submikrometrovej Sirky.

Vynalez mozno vyu#it viade tam, kde su
potrebné pasky submikrometrovej Sirky.
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. Vynélez sa. tyka spdsobu pripravy péasok
submikrometrovej Sirky z réznych materis-

lov a tiez jednoduchsich elektronickych $truk- -

tar, pozostavajucich z tychto pasok, na po-
lovodi¢ovych, izolaénych, pripadne kovovych
podlozkach. ’

Beiné fotooptické zariadenia, ktoré sa po-
uzivaju pri fotolitografickej priprave elektro-
nickych struktur, sudiastok a obvodov, maju
obmedzenu rozli§ovaciu schopnost, ktora je
ur¢end vinovou dlzkou pouZitého elektromag-
netického Ziarenia. Pomocou tychto zariadeni
daju sa spravidla dosiahnut Sirky &iar 1 aZ
2 um. S ciefom odstranif tento nedostatok
skimaju a vyvijajui sa nové metédy — elek-
trénovd, idnova a rontgenova litografia, Viet-
ky tieto techniky vyZaduju si zloZité a na-
kladné zariadenia, ktoré su v stiéasnom ob-
dobi v §tadiu postupného zdokonalovania, do
vyrobnej praxe viak zatial v $irokom me-
radle neprenikli. Za tejto situacie moZno pri
priprave jednoduchsich §truktir resp. pasok
potrebnych pre laboratérne, pripadne vy-
robné ucely, uplatnit aj postupy, ktoré ne-
maji také univerzdlne pouzitie ako napr.
elekirénova litografia, mevyzaduju viak na-
ro¢né a zlozité zariadenia,

Uvedené nevyhody v podstatnej miere od-
stranuje vynalez.

Podstata spésobu pripravy pasok submikro-
metrovej. 8irky podla vynalezu spoéiva v tom,
Ze na podlozku opatrenu schodikmi sa nane-
sie pod ostrym uhlom vrstva z lubovolného
materidlu a dalej sa tato vrstva leptd, kym
na stene schodika nie je vytvoren4 paska sub-
mikrometrovej §irky.

Vyhodou vynaélezu je, Ze nevyzaduje zlo-
zité a nakladné zariadenia, ktoré su potrebné
pri elektrénovej a roéntgenovej litografii.
DalSou prednostou vynalezu je, e umozituje
pripravit pasky Sirky zna¢ne pod 1' um, &o
je v mnohych pripadoch tazko dosiahnutelné.

Na pripojenom vykrese, a to na obr. 1a je
znazornend podlozka vhodnd pre pripravu
pasky submikrometrovej Sirky, na obr. 1b
je znazornend pod ostrym uhlom nanesena

vrstva na podlozku, na obr. 1c je zndzornena .

po odlepeni vytvorena paska submikromet-
rove]j 8irky, na obr. 1d je znazornené vytvo-
renie schodika pomocou pomocnej vrstvy
a na obr. le je zndzornena péska submikro-
metrovej Sirky po odstraneni pomocnej vrs-
tvy.

Na ‘podlozku 1 s vytvorenym schodikom
(obr. la) manesie sa pod uhlom & v smere
$ipky tenks vrstva 2 (obr. 1b) hrubky h. Po
stenceni. (leptanf) tejto vrstvy, priéom naj-
vhodnejsie je anizotropné pdsobiace i6nové
leptanie v smere kolmom na podlozku, zo-
stane pri stene schodika poZadovana péaska
3 (obr. 1c). Je Ziaduce, aby schodik (obr. 1a)
bol kolmy na podlozku. V opatnom pripade
‘nie je mozné pripravif pasku s obdlZnikovym
prierezom. Vysku schodika méZeme volit Iu~
bovolne, musi byf vSak minimalne rovna -
hrubke poZadovanej pasky. Sirka pasky d je
funkciou uhlu & a hribky naparenej vrstvy h
a mozno ju ur¢if vztahom

h
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KedZe hrubku vrstvy h méZeme volit <1
pm, mozZeme tymto postupom ziskat aj pasky
Sirky hlbSie pod 1 um, pri¢om dal$im para-
metrom technologického postupu je uhol a.
Presnost Sirky submikrometrovej pasky za-
visi od toho, s akou presnostou dokaZeme
kontrolovat hrubku nanesenej tenkej vrstvy
a s akou presnostou nastavime uhol «. Vhod-
nou metédou nanaSania vrstvy su rozne va-
rianty vdkuového naparovania, kedy pri po-
uZiti malého (bodového ) zdroja a dostatodne
velkej vzdialenosti zdroja pér a podlozky mé-
Zeme dosiahnuf prakticky rovnobeZny zvizok
nanaSanych c¢astic a tym aj presne definova-
ny uhol « resp. okraje pasky. Opisany postup
mozno vSak v zasade pouzit aj v kombinacii
s napraSovanim, pripadne inymi metédami
nanaSania vrstiev. Po poslednom kroku (obr.
1c), t. j. po leptani vrstvy ostane pri stene
schodika v désledku roznych hrubok vrstvy
v smere leptania poZadovana péaska, ktort
moézeme dal$im leptanim e$te stencif, prip. .
zuZif. Pri pouZiti schodika vytvoreného v po-
mocnej vrstve 4 z iného materidlu ako je
vlastnd podlozka (napr. fotorezistu obr. 1d),
mozeme po leptani vrstvy 2 pomocnu vrstvu
4 odstranit (selektivne odleptat) &im ziskame
»samostatnu® pasku submikrometrovej Sirky
(obr. 1e).

Vynélez mozno vyuZit v roznych oblastiach
mikroelektroniky, kde st potrebné pasky sub-
mikrometrovej $irky. Ako .priklad mo%no
uviest pripravu slaboviazanych supravodiéo-
vych Struktir, testovacich obrazcov a vzo-
riek pre vyskum vlastnosti spojov integro-
vanych obvodov a pod.

PREDMET VYNALEZU

1. Sposob pripravy pasok submikrometrovej
Sirky vyznacujuci sa tym, Ze na podlozku
opatrenu schodikmi sa nanesie pod ostrym
uhlom vrstva z Tubovolného materidlu a
dalej sa tiato vrstva leptd, kym na stene
schodika nie je vytvorend paska submikro-
metrovej Sirky.

2. Spodsob pripravy pasok podla bodu 1 vy-

- znatujuci sa tym, Ze schodiky su vytvo-
rené v pomocnej vrstve, ktord sa po vy-
tvoreni pasky odstréani.

3. Sposob pripravy pasok podla bodu 1 a 2
vyznadujuci sa tym, Ze hrubku, $irku pa-
sok alebo obrazcov moZno v priebehu lep-
tania dalej zmenS$ovat.

1 vykres
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